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Artikel 36 Qbermittelt wird. 
2. Dieser BERICHT umf aBt insgesamt 1 0 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 
3 Aul3erdemliegendemBerichtANLAGENbel;dieseumfassen 
' a El (an den Anmelder und das Internationale BOro gesandt) insgesamtl Blatter, dabei handelt es sich um 

70 1 6 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschnften). 

SterSr 0 nSXmeldung in der ursprflnglich eingereichten Fassung hmausgeht. 
b . □ (nuran das Internationale B%£»^ 

D n ^cX^S b AoZ T ZZ SSSSSSSSS^^ angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschnften). - -——==^== 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



S Feld Nr. I 

□ Feld Nr. II 
H Feld Nr. Ill 

□ Feld Nr. IV 
S Feld Nr. V 

□ Feld Nr. VI 
H Feld Nr. VII 
12 Feld Nr. VIII 
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Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



h u - • Ji «k H Q r c nraehe beruht der Bericht auf der international Anmeldung in der Sprache, in der sie 
1 • 2£Sm JSd&S?«52! Punkt niohts anderes angageben ist. 

□ Internationale Recherche (nach Regeln 1 2.3 und 23.1 b)) 
-a/sp%ng/fch eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 
1-15 



in der ursprQnglich eingereichten Fassung 



Anspruche, Nr. 
1 



eingegangen am 21 .01 .2005 mit Schreiben vom 21 .01 .2005 



in der ursprQnglich eingereichten Fassung 



Zeichnungen, Blotter 

1/5-5/5 

□ einem Sequenzprotokoi. undbder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. H Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 
S Anspruche: Nr. 2-17 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

■ Dies* Bench, K ohne MM***™ Jjn g£M££KS! ^eW"" 

(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 
M Anspruche: Nr. 1 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

§ S^C^XeSena.Ta^n (genaue AngBbenl 
. Ke ™ ™« 4 .utrifft. fconnen e!„i*e Oder aI2e dieser Matter «i t der S .-rta S 
"ersetzt" versehen werden. 



4. 
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□ die gesamte Internationale Anmeldung 
E3 AnsprQche Nr. 1 
Begrundung 



□ 



□ 



□ 
□ 



(genaue Angaben): 
konnte (genaue Angaben): 

Die AnsprQche bzw. die obengenannten AnsprQche Nr. 1 rind so unzureichend durch die Beschreibung 
gestff daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte. 

Fur die obengenannten AnsprQche Nr. wurde kein international Recherchenbericht erstellt. 

Das Nucieotid- und/oder Aminosauresequenzprotokoii entspricht nicht dem in Anhang C zu den 
Veroaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, well 

die schriftliche Form 



die computerlesbare Form 



□ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 

□ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 



technischen Anforderungen. 



□ siehe Beiblatt fur weitere Angaben. 



n/^TinCA / Ann I Umior OHflA\ 
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Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



Ja: Anspruche . 
Nein: AnsprOche 
Ja: Anspruche . 
Nein: Anspruche 
Ja: Anspruche: . 
Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Feld Nr. VII Bestimmte Mangel der Snternationa lenAnmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die Internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 



Feld Nr VUI Bestimmte Bemerkungen z ur internationalen Anmeidung_ 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt I 

Rrundlaae Rescheides 

Anspruch 1 erfullt nioht die Erfordemisse des Artikels 34(2)(b) PCT, da sein Inhalt uber die 
ursprfingliche Offenbarung hinausgeht und zwar aus folgenden Grunden. 
a) Anspmoh 1 kann nioht als Zusammenziehung der ursprungUohen «n Z igen 
Vorrichtogsanspruche 15 und 16 angesehen warden, da Anspruch 1 zusatzl,che 
^hnischeBementeenthalt(2.B.»3/2-WegeVentil",'Teilerplatta"). 
"be, der Beschreibung aul den Seiten 1 1 und 12 der in Fig^ 5 dargesleWe" 
Antoe wird Anspruch 1 iedcch als Verallgemeinerung angesehen. So enthatt d,eser 
AnspLT z.B. nichl, daB ein ProzeBgas auf die sine Seite ^Kompart.men.erung , und 
das andere ProzeBgas auf die andere Selte eingeleitet wird. Ebensowen.g fehlt das 
feln sche Bemen, daB die Gase venausoh. warden konnen. Auch wird ™^angegeben, 
daB die Gaseinlasse Ober die Ventile mit den Vorratsbehaltem verbunden sind^ Und 
schlieBlich wird in Fig. 5 eine Vorrtchtung gezeigt und auf den Seiten 1 1 und 12 
^hrieberweiche genau zwei und nioht mindestens zwei Gaseinlasse besrtzt. 

Die folgende PrOfung wM sich daher auf die in Fig. 5 dargestellte und auf den Setter ,11 
und 12Tn ihrer FunkLsweise besohriebenen Anlage beziehen (siehe auoh Regel 70(2)(o) 

PCT). 



SiSSllung eines Gutachtena uber Neuhett, erflnderlsche Tatlgkeit und 
gewerbliche Anwendbarkeit 

Anspruoh 1 geht Ober die u-sprOngliohe Fassung der Anmeldung hinaus (sa»W 
oben) und ist somit duroh den Text der Besohreibung und die Ze,ohnungen n,oht gestutzt. 
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£S*^a Faatetel.ung hinaichtHch der Nauheit, der erfinderischen Tatlgkeit und 
der gewerbhchen Anwandbarkatt; Untariagan und Erklarungan zur Stummg d.asar 
Feststellung 

1 in diesem Bescheid warden folgende, im Recherchenbericht zitierte Dokumente ge- 
nannt; die Numerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten: 

D1 : US 2001/021 593 A1 (TAKAMATSU YUKICHI ET AL) 1 3. September 2001 

D2- EP°A-1°207 3 21 5 (NGK INSULATORS LTD) 22. Mai 2002 (2002-05-22) 

D3- US-A-5 494 521 (MATSU. YASUSHl ET AL) 27. Februar 1996 (1996-02-27) 

D4- EP-A-1 1 08 468 (IPS LTD) 20. Juni 2001 (2001 -06-20) 

D5: DE101 18 130 A (AIXTRON AG) 17. Oktober 2002 (2002-10-17) 



2. Stand der Technik 
2.1. 



9 i D1 gibt eine CVD Anlage und ein CVD Verfahren zur Abscheidung von 
HalblS terfi.men an (Zusammenfassung). Der Aufbau (Fig. 1) ahnelt dem der Fig. 1 der 
Sin Anmeidung. Das GaseinlaBsystem 5 weist eine erste Parage 10 und e,ne 
zweite Passage 1 1 auf [0033]. Zur Abscheidung von GaN (Be.sp.el 1 , [0059 - 0065]) auf 
eTem S~bstrat w rd ein Gemisch aus NH 3 und H 2 durch die erste Passage und e,n 
GemTsc ^^^.9^ und H 2 durch die zweite Passage eingeleHet Sam : wird £ 
GasfluB erhalten, bei dem sich das Trimethylgallium / H 2 Gem.sch zwschen dem Substrat 

X&^M^ - auch in 

Problem, namlich eine Abscheidung von Material an den Kammerwanden ^VD 
Reaktors zu verhindem [0009]. Es wird beschrieben, daB es 

ein nicht-reaktives Schutzgas urn die reaktiven Gase herum e.nzusetzen [0010] und es .st 
hierzu in der in Fig. 1 dargestellten Anlage ein GaseinlaB 8 vorgesehen. 

2 2 D2 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung eines lll-V-Halbleiterfilms 
V—ertLung). Bei dem in Fig. 2 dargestellten Reaktor wird zur Absche.dung e.nes 
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AIN-Films auf einem Substrat, z.B. Saphir [0028], ein Gemisch aus Trimethylaluminium 
und H 2 durch die Passage 18, NH 3 durch die Passage 19 und H 2 oder N 2 durch d,e oberste 
Passage von Fig. 2 geleitet. Auf diese Weise wird erreicht, daB die Precursorgase «n 
effizienter Weise zum Substrat und nicht zu von diesem entfemten Bere.chen befordert 
werden [0024]. Der Aufbau der Vorrichtung gemaB Fig. 2 ist nahezu identisch m.t dem von 
Fig 1 der vorliegenden Anmeldung. Auch in D2 wird ein Gasgemisch erhalten, das derart 
geschichtet ist, daB sich das Metallorganikum zwischen dem Substrat und der Gruppe V- 
oder Gruppe Vl-Verbindung befindet. Da zumindest an der Grenzschicht ^schen der 
NH - und der H 2 oder N 2 Schicht eine gewisse Durchmischung der Gase stattfinden wird, 
existiert auch eine Schicht aus einer Gruppe V- oder Gruppe Vl-Verbindung mit einem 

AuchD2 adressiert das Problem der Partikelbildung [0007 - 0010] und sieht hierzu vor, 
eine AIGalnN auf dem Substrathalter abzuscheiden [0014]. 

2 3 D3 offenbart eine MOCVD-Anlage, zur Abscheidung von lll-V-Halbleiterfilmen, bei 
der aus verschiedenen Quellen metallorganische Precursoren entnommen und uber 
Gasleitungen in die Kammer geleitet werden konnen (Zusammenfassung und Fig. 1). 
Dabei ist jede Gasleitung, z.B. Leitung 87, mit einem Ventil 4 und einem Ventil 5 
verbunden, die es erlauben, den jeweiligen Precursor zu zwei verschiedenen 
Gaseinlassen in der Kammer zu leiten. Die Zahl 10 kennzeichnet in Fig. 1 e.n 
MassenfluBmeBgerat (Spalte 6, Zeile 31 - 41). 

2 4 Auch D4 gibt eine CVD Anlage zur Abscheidung von Verbindungshalbleitern an 
(Zusammenfassung und [0002]) bei dem Gase aus Vorratsbehaltern 416, 426 uber 
Gasleitungen und mehreren Ventilen zu zwei Einlassen einer Reaktorkammer 100 geiertet 
werden konnen (Fig. 1). 

2 5 Verbindungshalbleiter, wie z.B. GaN, GaAIN oder GalnN werden ebenfalls in D5 
abgeschieden [0020, 0035]. Dabei wird von den Metallhalogeniden ausgegangen, welche 
zusammen mit H 2 als Tragergas zwischen dem Substrat und einer Gasschicht aus e.nem 
Elementwasserstoff der V. Hauptgruppe eingeleitet werden [0020, 1 , 2, 4 - 7]. 



3. Neuheit (Artikel 33(2) PCT). 
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Die in Fig. 5 gezeigte Vorrichtung ist neu, da die Dokumente D1 , D2 und D5 nicht die 
Verwendung von Ventilen erwahnen. 

Gegenuber D3 und D4 ist sie neu, da die in diesen Dokumenten dargestellten 
Vorrichtungen nicht uber eine Teilerplatte verfiigen. 

Daher wiirde ein gemaB den oben unter Punkt I gemachten Ausfuhrungen abgeanderter 
Anspruch 1 als neu erachtet werden. 



4. Erfinderische Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 

D1 und D2 beschreiben Reaktoren zur Abscheidung von Verbindungshalbleitern, z.B. Ill-V- 
Halblertem, bei denen die Reaktanten in der Reaktionskammer durch eine Teilerplatte 
getrennt sind. Diese Dokumente geben jedoch keine Details uber die Strukturen der 
Anlage an, die erforderlich sind, um die Reaktionsgase aufzubereiten, an den Reaktor zu 
fuhren und ihren FluB zu steuern. 

Es ist dabei allgemeines Fachwissen, dass hierzu Gasvorratsbehalter m.t Tragergas und 
Reaktionsgas verwendet werden und die Gase mit Hilfe von Ventilen gesteuert werden. 
In D3 wird ein solches System zur Aufbereitung und Handhabung von Reakt.onsgasen 
vorgestellt, welches bei der Abscheidung von lll-V-Halbleitern eingesetzt wird. 
Der Fachmann, fur den sich die Frage stellt, welches System zur Aufbereitung und 
Handhabung von Reaktionsgasen er verwenden soil, um die in D1 und D2 angegebenen 
Verfahren auszufuhren, wurde das System von D3 in Erwagung Ziehen, da es sich auf 
denselben Typ von Abscheidematerial wie D1 und D2 bezieht und zudem d.e in der 
Zusammenfassung genanne Vorteile bietet. 

Die Kombination von D1 oder D2 mit D3 f iihrt zu einer Vorrichtung m.t zwe. 
Gassammelleitungen, einer Teilerplatte im Reaktor und jeweils zwei Vent.len uber d.e e.ne 
Gasquelle sowohl mit der einen als auch mit der anderen Gassammeleitung verbunden 

werden kann. ...... 

Die Vorrichtung nach Fig. 5 der voriiegenden Anmeldung ist prinz.p.ell der aus der 
Kombination aus D1 oder D2 mit D3 ableitbaren Vorrichtung ahnlich. Sie unterscheidet 
sich iedoch von dieser durch die Verwendung von 3/2-Wege-Ventilen. 
Bei der durch Kombination aus D1 oder D2 mit D3 nahegelegten Vorrichtung w.rd als 
Problem angesehen, daS es zu einer nennenswerten Vermischung der Reaktionsgase 
bereits in den Leitungen kommen kann, namlich dann, wenn Ventile die unterschiedlichen 
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Gasquellen mit einer Sammelleitung gleichzeitig verbinden, ^7n;Wah«rf«ne8 
Gaswechselvorgangs oder auch versehentlich diese Ventile gle.chze.tig geoffnet s.nd. 
^^^yon Gasen kann zur Partikeibildung fQhren, ein in der Ha.ble,tertechn lk 
bekannterweise hochst unerwiinschtes Phanomen. 

£SS wird gemaB der Vorrichtung der Fig. 5 der vorliegenden Anmeldung durch 
Srvemendung von 3/2-Wege-Ventilen ge.ost, da bei diesen Venti.en stets en^eder d,e 
eine oder aber die andere Gassammelleitung mit einer Gasquelle verbunden ist. 
™£ZZ Dokumente D1 - D5 3/2-Wege-Ventile erwahnt noch deren Verwendung 
nahelegt, wurde ein gemaB den Bemerkungen unter Punkt I, oben, abgeanderter 
Anspruch 1 als erfinderisch angesehen. 



5. Industrielle Anwendbarkeit. 

Ein gemaB den Bemerkungen unter Punkt I, oben geSnderter Anspruch 1 wQrde das 
irforflls der industries Anwendbarkelt erfflllen (MM 33(4) PCT), da der 
Gegenstand der vorliegenden Anmeldung Industrie!! hergestellt oder, ,n ernem teohnisohen 
Sinne, benutzt werden kann. 



7u Punkt VII 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse von Regel 5.1 .a.ii PCT da der 
reTevante Stand der Technik, z.B. D1 und D2, nicht erwahnt und ihr wesentl.cher Inhalt 
nicht kurz diskutiert wird. 



7 11 Punkt VIII 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Klarheit (Artikel 6 PCT). 

1 . Der unabhangige Anspruch 1 ist nur unzureichend von der Beschreibung gestutzt, da 
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diese den Gegenstand dieses Anspruchs und dessen technischen Effekte nicht in der 
Einleitung als die Erfindung identifiziert. 

2. Die Figuren 1 und 4a gehoren zum Stand der Technik, sind aber nicht als solche 
gekennzeichnet. 
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Neuer Patentanspruch 



1. MOCVD-Anlage fur die Gasphasendeposition mit min- 
destens zwei Gaseinlassen (4, 5) und Vorratsbehal- 
tem fur die in die Anlage einzuleitenden Gase so- 
wie einer Teilerplatte (1) zur Kompartimentierung 
5 der Anlage, 

gekennzeichnet durch 

mindestens zwei 3/2-Wege Ventile (VI ', V2, V3) in 
den Gassammelleitungen (51, 52, 53) zwischen den 
Gaseinlassen (4, 5) und den Vorratsbeha.lt em. 



GEAENDERTES BLATT 



mm 



